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VSTUPNI CAST

Nazev modulu

Z&klady hardware

Kéd modulu
18-m-4/AG62

Typ vzdélavani
Odborné vzdélavani

Typ modulu

(odborny) teoreticko—prakticky

Vyuzitelnost vzdélavaciho modulu

Kategorie dosazeného vzdélani
M (EQF uroven 4)

Skupiny obort

18 - Informatické obory

Vzdélavaci oblasti

26 - Elektrotechnika, telekomunikacni a vypocetni technika
Komplexni uloha

Aplikace s polovodiCovymi soucastkami
Obory vzdélani - poznamky
18-20-M/01 Informacni technologie
26-41-M/01 Elektrotechnika

Délka modulu (pocCet hodin)

32

Poznamka k délce modulu
Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupni pfedpoklady

Uspésné absolvovani modulu:

o Linearni prvky a obvody
o Nelineérni soucastky



JADRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul navazuje na moduly feSici zakladni poznatky v oblasti hardware zafizeni informacnich technologii - linearni prvky a
obvody, nelinearni sou¢astky. Modul fesi zakladni vlastnosti vybranych polovodi¢ovych prvki:

« bipolarnich tranzistor(;

« unipolarnich tranzistorq;

« IGBT;

« spinacich prvku (tyristor, triak, diak).

Zak se ugi pouzivat uvedené prvky v aplikacich informagénich technologii.
Odborné kompetence:
navrhovat, sestavovat a udrzovat HW, tzn. aby absolventi:

« volili vyvaZzena HW feSeni s ohledem na jeho funkci, parametry a vhodnost pro pfedpoklddané pouZiti;
« identifikovali a odstranovali zavady HW a provadéli upgrade.

2. Dbat na bezpec€nost prace a ochranu zdravi pfi praci, tzn., aby absolventi:

« chapali bezpetnost prace jako nedilnou soucast péce o zdravi své i spolupracovniki (i dalSich osob vyskytujicich
se na pracovistich, napf. klientd, zakaznik(, navstévnikd) i jako souéast fizeni jakosti a jednu z podminek ziskani
¢i udrzeni certifikatu jakosti podle pfislusnych norem;

« znali a dodrzovali zakladni pravni pfedpisy tykajici se bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni prevence;

Ocekéavané vysledky uceni
Absolvovanim modulu 24k ziska nasledujici kompetence:

« definuje zakladni vlastnosti vybranych polovodiCovych prvki;

« nakresli z&kladni zapojeni s tranzistory, polovodi¢ovymi spinacimi prvky;

« vypocte obvodové prvky pro obvody s tranzistory, polovodi¢ovymi spinacimi prvky;

« zapoji jednotlivé tranzistory, polovodi¢ové spinaci prvky a ovéfi jeho vlastnosti;

« zapoji jednotlivé tranzistory, polovodiCové spinaci prvky pro zméfeni jednotlivych parametr;
« porovna zmérené vlastnosti s katalogovymi.

Obsah vzdélavani (rozpis uciva)
Hlavni tematické okruhy modulu jsou:

« definice zakladnich vlastnosti jednotlivych typu tranzistor( (bipolarni, unipolarni, IGBT), polovodi¢ovych spinacich
prvkl (diaku, tyristoru, triaku);

« zapojeni vybranych aplikaci s tranzistorem, polovodi¢ovym spinacim prvkem;

« zapojeni tranzistoru, polovodi¢ového spinaciho prvku pro méfeni vybranych vlastnosti/parametrd.

Ucebni Cinnosti Zaku a strategie vyuky
Ve vyuce se doporucuje kombinovat nize uvedené metody vyuky.
Metody slovni:

« monologické metody (popis, vysvétlovani, vyklad);
« dialogické metody (rozhovor, diskuse);
« metody préace s literaturou, internetem.

Metody nazorné demonstracni:

« nazorné pfedvedeni pozadované ¢innosti;
« vyuziti internetovych zdroji véetné nazornych videi a tutoriald.



Metody praktické:

nacvik pracovnich dovednosti;
samostatna prace s dozorem ucitele;
vypracovani pfislusného pracovniho listu.

Ucebni ¢innosti zaku:

Z&ci v ramci praktické vyuky:

sestavi samostatné pod dozorem vyucujiciho obvod s tranzistorem, polovodi¢ovym spinacim prvkem;

vyberou vhodné méfici pfistroje pro méfeni parametrt obvodu s tranzistorem, polovodiGovym spinacim prvkem;
ovéfi jeho spravnou funkénost;

zmé¥i vybrany parametr tranzistoru, polovodi€ového spinaciho prvku.

Zarazeni do ucebniho planu, roénik

1. ro€nik - konec 2. pololeti; 2. ro¢nik
VYSTUPNI CAST

Zpusob ovérovani dosazenych vysledkd

1.

2.

1. test: téma - definice zakladnich parametrd bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT, diaku, triaku,
tyristoru;

2. test: téma - nakresleni schématu zapojeni vybranych aplikaci bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru,
IGBT, diaku, triaku, tyristoru;

1. Ustni zkouSeni na téma: vypocty obvodovych prvkd obvodl s bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem,
diakem, triakem, tyristorem;

. 2. ustni zkouSeni: prace s katalogem - vybér vhodného bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT,

diaku, triaku, tyristoru pro zadanou aplikaci

zapojeni vybranych aplikaci bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT, diaku, triaku, tyristoru; zméreni
vlastnosti aplikace; zpracovani pracovniho listu - vyhodnoceni vysledkd méfeni v pracovnim listu a vyhodnoceni
kvality zpracovani pracovniho list

Kritéria hodnoceni

Kritéria hodnoceni pro ovéfovani v rdmci vyuky:

test €. 1: definice parametr(i bipolarniho tranzistoru, unipolarniho tranzistoru, IGBT, diaku, triaku, tyristoru —
hodnoti se pocet spravné definovanych a popsanych parametr(i z celkového poétu (min. 5); Zak musi splnit test
minimalné na 40%;

test €. 2: navrh a sestaveni obvodu pro aplikaci s bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem,
triakem, tyristorem — hodnoti se pocet spravné nakreslenych navrhd a zapojeni zadané/vylosované aplikace; zak
musi splnit test minimalné na 40%;

1. Ustni zkous$eni: vypocty odporu rezistord pro nastaveni pracovniho bodu aplikace s bipolarnim tranzistorem,
unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem — hodnoti se spravnost vypoc¢tl v zadané/vylosované
aplikaci; zak musi splnit zkouSeni minimalné na 40%;

2. Ustni zkouSeni: zapojeni méficich pfistroju pro méfeni parametrd aplikace s bipolarnim tranzistorem,
unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem v¢etné vybéru vhodnych méficich pfistroji — hodnoti se
vybér vhodnych pfistroji a jejich zapojeni u zadané aplikace s vybranym prvkem z katalogu; zak musi splnit
zkouseni minimalné na 40%;

feSeni komplexni Ulohy: zpracovani pracovniho listu, ve kterém je feSena vybranda aplikace s bipolarnim
tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem: hodnoti se spravnost zméreni a vyhodnoceni
vlastnosti aplikace; vypInéni a véasné odevzdani pracovniho listu, v ramci kterého zak fesi vybranou aplikaci;
hodnoti se obsahova stranka (popis jednotlivych provedenych ¢innosti véetné dosazenych vysledkd) i graficka
Uprava.

Vyplnéni a v€asné odevzdani pracovniho listu, v ramci kterého zak fesi pfedchozi Ukoly, hodnoti se obsahova stranka
(popis jednotlivych provedenych ¢innosti véetné dosazenych vysledku) i graficka Gprava.



klasifikaéni stupnice:

1.

vyborné: definuje po 5 parametrech, samostatné spocita obvodové soucastky u aplikanich zapojeni s bipolarnim
tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem (min. 5 aplikaci); u praktickych €innosti
samostatné zméfi vlastnosti aplikaci a vyhodnoti vysledky.

. chvalitebné: definuje po 4 parametrech, s drobnymi radami spocita obvodové soucastky u aplikacnich zapojeni s

bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem (min. 5 aplikaci); u praktickych
¢innosti s drobnou dopomoci zméfi vlastnosti aplikaci a vyhodnoti vysledky. Pro ziskani rad je schopen polozit
vhodné otazky.

dobre: definuje po 3 parametrech, s drobnymi radami spocita obvodové soucastky u aplikacnich zapojeni s
bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem (min. 5 aplikaci); u praktickych
Cinnosti s drobnou dopomoci zméfi vlastnosti aplikaci a vyhodnoti vysledky. Neumi polozit vhodné otazky.
dostatec¢né: definuje po 2 parametrech, s radami spocita obvodové soucastky u aplikacnich zapojeni s bipolarnim
tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem (min. 5 aplikaci); u praktickych €innosti s
pomoci zméfi vlastnosti aplikaci a vyhodnoti vysledky.

nedostateCné: definuje po 0 &i 1 parametru, ani s radami nespocita obvodové soucastky u aplikacnich zapojeni s
bipolarnim tranzistorem, unipolarnim tranzistorem, diakem, triakem, tyristorem (min. 5 aplikaci); u praktickych
¢innosti ani s odbornou pomoci nezmeéfi vlastnosti aplikaci a vyhodnoti vysledky.

Komplexni tlohy ma vahu 40% na vyslednou znamku, zbyla kritéria, kazdé 15%. V pfipadé nerozhodné znamky se pfi
celkovém hodnoceni pfihlédne k hodnoceni komplexni Glohy.
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Poznamky

Obsahové upfesnéni
OV RVP - Odborné vzdélavani ve vztahu k RVP

Material vznikl v rdmci projektu Modernizace odborného vzdélavani (MOV), ktery byl spolufinancovan z Evropskych strukturalnich a investicnich fondu a jehoZ
realizaci zajistoval Ndrodni pedagogicky institut Ceské republiky. Autorem materilu a véech jeho &asti, neni-li uvedeno jinak, je Miroslav Paul. Creative
Commons CC BY SA 4.0 — Uvedte pavod — Zachovejte licenci 4.0 Mezinarodni.
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